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１．概要（Summary ） 

本実験では，レーザ照射による改質領域を試料内部

に限定することで，試料外部との物質の移動やひずみ

の開放を抑制し，レーザ照射による変質が凍結された

微小柱状試料に対して X 線回折法を適用し，母相由来

の背景信号を抑制した高品位な回折信号を収集する

ことでレーザ照射による変質領域の構造解析を試み

た． 

 

２．実験（目的,方法）（Experimental） 

本実験の目的は，レーザ照射により内部にのみ強い

残留応力を伴う改質領域が形成された試料について，

その改質領域の結晶構造を把握するため残留応力を

保持したまま非破壊で回折ピークを収集することで

ある．  

内部の改質領域の位置を予備測定によりあらかじ

め決定しておき，改質領域周辺の残留応力を保持しな

がら余分な母相を除去した微小柱状形状の試料を応

力・イメージング測定装置にセットし，2 次元検出器

により回折プロファイルを収集した（図１）．X 線のエ

ネルギーは 20keV とし検出器には Pilatus300K を用

いた． 

 

図 1.実験配置図 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

2 次元検出器により得られた回折信号をデジタル処理

し，母相由来である回折ピーク（Si｛111｝，Si｛220｝，

Si｛311｝など）の他に，母相からは生じない回折ピーク

が生じていることが確認された（図 2）． その一部（図

中の赤矢印）は母相が圧力構造相転移することで生じる

Si-II の回折角度とよく一致しており，レーザ照射により

Si-II が生じていると推察される．  

 

図２.デジタル処理により得られた 

回折プロファイルの一例 
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